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Lichtemitterdiode 

eiectronic VQA 33 
_ 

Die Lichtemitterdiode VQA 33 ist eine gelbstrahlende GaAsP-Diode 

in diffuser, gelbeingefärbter Allplast-Linsen-Verkappung mit 

5 um Durchmesser, 

Die Diode ist vorwiegend für den Einsatz als Anzeige- und 

Kontrollelement in Frontplatten von Geräten und.,Anlagen vorge- 

sehen und kann durch eine Montageeinheit, bestehend aus Fassung 

und Klemmring, komplettiert werden. 
Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate beträgt die 

Lebensdauererwart bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe- 

= tisch mindestens 107 Stunden, 

Kenngrößen bei 4% = 25 ° mins typs max, 
Lichtstärke1)2)3) 
bei IF = 20 mA VQA 33 IY 0,6 - - med 

VQA33B L 06 = — med 
VQA330 I 9 - - mncd 
VQA 33 D IV 1,35 a - mecd 

VaA33E L 2a0 2& mnod 
VQA 33 F :I’v 3,0 - - mecd 

VQA 33 G 1, 4,5 - - mcd 

Durchlaßgleiohspann 
dei I]? O UF - = 26 44 

Sperr| eicästrom 
dei = 5 V IR - = 100 /u.A 

Offnunemiinkel (=) ö 
bdei I‘B = 20 mA 60 - — 

Wellenlänge des Maximums 
der spektralen Emission “‘max 580 587 600 nn 

ektrale Strahl) 
%Endbre:l.te OE 47t 0,5 - = 40 nm 

ljLichtstärkemeaaung erfolgt mit einem Öffnungswinkel von 15 % 

)Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 
der Verpackung 

3>siehe Seite 2 
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VOQA 33 % 
min, max, 

Reduktionskoeffizient des 
Durchlaßgleichstromes 
bei , = 55 bis 85 °0 Irg - 0;67 mA/K 

Reduktionskoeffizient des 
relativen Spitzendurch- 
laßstromes ö 
bdei = 55 bis 85 ”0 -Ll'Kmu - 2,22 B/X 

Temperaturkoeffizient der 
relativen Lichtstärke, 
bei An = 25 bis 85 °C ‚ =1Krı- - 1,0 /X 

Grenzwerte 
Durchl. sieichstrom 
bei M = =25 bis 55 °% Iy = 30 mA 

Spitzendurchlaßstrom, period,*) 
bei = =25 bis 55 90 : — 4100 mA 

errgleichspann! 
e .h35 b1u:885 %S Ur w 5 T 

Betriebstemperaturbereich Ca 25 85 °g 
ungst eraturbereich 

I'£'fi:°c”x..;.:«';?é bis zu 30 Tagen 4,;ÜB =50 50 % 

n 

3>th einer Voäac'flm.g;;i.nhe:l.t (% 1000 Stück) betri die 
Gruppenbreite der Lichts: gruppen. B bis F bezogen a& 

T7 min #2 
‘*)up s 100 u83 T =138 10 ; abweichende Tastverhältnisse nach 
Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender, 
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19,5*1,0 L 11,320,3 

E O » (30, R! 

Diode 
Masse: 385 _ . E 
Standard: IGL_34B18 SEGEET 

Nicht angegebene Einzelheiten 
sind zweckentsprechend zu 
wählen 

P :. 

* B 
4 % 

| l 

Ü!ron lattendicke 2,5 max Montagelochdurchmesser / _ 6,8 + 0,1 
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Klemnring 
Masse: 0,09 g 



VOA 3 3 B rronic 
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VOA 33 
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eiectronic i J VQA 33 

l°3 A T 

8 —- FFemMet(t) F 
Ma f2 100 Hz 7 : 
4 
3 

2 

102 
8 
6 

4 
3 
2 

10 ; 
103 2 34 6 8102 2 34 6 810 2 34 6 810° 

7/8,82 

® VEB WERK FÜR FERNSEHELEKTONIK BERLIN 
N im VEB Kombinat Mikroelektronik, 1-128-77-DDR 1-19-1 S 1389



‚VQA33 _ —— 
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RE 
electronic VOQOA 33 
Informationshinweis zur Lichtstärkekennzeichnung 

Die Kennzeichnung der Lichtstärkegruppe befindet sich nur auf 

der Verpackung. 
801l die Information zur Lichtstärkegruppe auch nach der Montage 

der LED z,B., auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird zur 
Kennzeichnung —- sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet 

werden können —- nachstehende Farbcodierung auf den Leiterplatten 

empfohlen, 

F Farbcodierung 

Lichtstärke- Grund- 
gruppe typ B ( D E F G 

Farbpunkt n schwarz ün | gelb | blau |weiß | braun 

Pa 
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